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  Invenţia se referă la  tehnologia de producere a 
semiconductorilor, în special la procedeele de 
obţinere a nanostructurilor semiconductoare.    

Esenţa invenţiei constă în aceea că procedeul 
de obţinere a nanostructurilor semiconductoare 
include depunerea unei măşti pe una din supra-
feţele unei plăci semiconductoare, implantarea 
ionilor, tratarea electrochimică şi înlăturarea măştii.  

Implantarea ionilor se efectuează la o energie a 
ionilor de cel puţin 30 keV, cu o doză de până la 
1011 cm-2, iar tratarea electrochimică se efectuează 
la trecerea curentului cu o densitate de cel puţin 
100 mA/cm2.  
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Descriere:  
 Invenţia se referă la tehnologia semiconductorilor, în special la procedeele de obţinere a nanostruc-

turilor semiconductoare. 

Este cunoscut procedeul de obţinere a nanostructurii semiconductoare din siliciu care constă în 

depunerea în prealabil a unei măşti metalice pe una din feţele semiconductorului şi iradierea acestei feţe 5 
cu ioni grei acceleraţi [1]. 

Dezavantajul acestui procedeu constă în imposibilitatea obţinerii unei nanostructuri semiconductoare 

cu orientarea bine determinată a porilor. 

În calitate de cea mai apropiată soluţie a invenţiei serveşte procedeul de obţinere a nanostructurilor 

semiconductoare, care include depunerea unei măşti metalice pe una din feţele plăcii  semiconductoare, 10 
implantarea ionilor de energie înaltă şi prelucrarea electrochimică a stratului implantat [2].  

Dezavantajul acestui procedeu constă în aceea că nanostructura obţinută nu conţine regiuni poroase 

de diferite orientări bine determinate, adică imposibilitatea de dirijare simultană cu orientarea porilor în 

diferite regiuni ale semiconductorului. 

Problema pe care o rezolvă invenţia constă în obţinerea nanostructurilor semiconductoare cu pori de 15 
orientare bine determinată. 

Esenţa invenţiei constă în aceea că procedeul de obţinere a nanostructurilor semiconductoare include 

depunerea unei măşti pe una din suprafeţele unei plăci semiconductoare, implantarea ionilor, tratarea  

electrochimică şi înlăturarea măştii, totodată implantarea ionilor se efectuează la o energie a ionilor de cel 

puţin 30 keV, cu o doză de până la 1011 cm-2, iar tratarea electrochimică se efectuează la trecerea 20 
curentului cu o densitate  de cel puţin 100 mA/cm2.  

Rezultatul invenţiei constă în nanostructurarea în volum a probelor semiconductoare cu orientarea 

bine determinată a porilor în diferite regiuni. 

Invenţia se explică printr-o figură, care reprezintă nanostructura semiconductoare, ce posedă diferite 

regiuni poroase cu orientarea bine determinată a porilor. 25 
Exemplu de realizare a invenţiei 

Pe suprafaţa unei plăci semiconductoare de n-InP cu orientarea (100), prealabil curăţată cu acetonă 

sau alcool izopropilic, se depune o mască de fotorezist PR1618, se acoperă selectiv regiuni cu 

dimensiunile de 100 x 100 micrometri, se implantează cu ioni de Ar la o energie de  2 keV şi o doză de 

1011 cm-2, după ce urmează corodarea electrochimică în soluţie apoasă de HCl 5% la intensitatea 30 
curentului de 300 mA/cm2. 

     Ulterior placa se clăteşte în apă distilată şi se  înlătură  masca cu soluţie de acetonă. 

     Nanostructura semiconductoare obţinută posedă diferite regiuni poroase cu orientarea bine 

determinată a porilor (vezi fig.). 
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(57) Revendicare: 
         Procedeu de obţinere a nanostructurilor semiconductoare ce include depunerea unei măşti pe una 
din suprafeţele unei plăci semiconductoare, implantarea ionilor, tratarea electrochimică şi înlăturarea 
măştii, caracterizat prin aceea că implantarea ionilor se efectuează la o energie a ionilor de până la 30 5 
keV, cu o doză de până la 1011 cm-2, iar tratarea electrochimică se efectuează la trecerea curentului cu o 
densitate  de cel puţin 100 mA/cm2.  
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